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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチ機能が内蔵された液晶ディスプレイ装置において、
　表示領域に形成された第１のＴＦＴ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と、
　非表示領域に形成されたゲートドライバの第２のＴＦＴと、
　前記非表示領域内の前記第１のＴＦＴと前記第２のＴＦＴとの間に接続された第３のＴ
ＦＴと、
を含み、
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ）長さよりも前記
第２のＴＦＴのＬＤＤ長さが短く形成され、
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さよりも前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さが短く形成され、
　前記第２のＴＦＴはスキャン信号をゲートラインに供給し、
　前記第１のＴＦＴは前記スキャン信号によりターンオンされデータ電圧をピクセル電極
に供給し、
　前記第３のＴＦＴは前記ゲートラインから出力されたスキャン信号を消去させる
ことを特徴とする、
液晶ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さと前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さとの比率は、１：０．
７～１：０．９である
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ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さと前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さは同一である
ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さよりも前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さが短く形成された
ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さと前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さとの比率は、１：０．
７～１：０．９であり、
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さと前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さとの比率は、１：０．
５～１：０．９である
ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記第１のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴ及び前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異な
るように形成して、液晶パネルの内部の寄生キャパシタンスを均一化させ、ＴＦＴのＲｏ
ｎ特性を調節した
ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記ゲートドライバは、ゲートインパネル（ｇａｔｅ ｉｎ ｐａｎｅｌ）方式でＴＦＴ
アレイ基板に形成され、
　タッチ検出のためのタッチセンサがインセルタッチパネル方式で前記ＴＦＴアレイ基板
に形成された
ことを特徴とする、請求項１に記載の液晶ディスプレイ装置。
【請求項８】
　タッチ機能が内蔵された液晶ディスプレイ装置の製造方法において、
第１長さのＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ Ｄｏｐｅｄ Ｄｒａｉｎ）を有する第１のＴＦＴ（Ｔ
ｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を表示領域に形成するステップと、
第２長さのＬＤＤを有するゲートドライバの第２のＴＦＴを非表示領域に形成するステッ
プと、
　前記第１のＴＦＴと前記第２のＴＦＴとの間の非表示領域に第３長さのＬＤＤを有する
第３のＴＦＴを形成するステップと、
を含み、
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さよりも前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さを短く形成し、
　前記第１のＴＦＴのＬＤＤ長さよりも前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さを短く形成し、
　前記第３のＴＦＴは前記第１のＴＦＴと前記第２のＴＦＴとの間に接続され、
　前記第２のＴＦＴはスキャン信号をゲートラインに供給し、
　前記第１のＴＦＴは前記スキャン信号によりターンオンされデータ電圧をピクセル電極
に供給し、
　前記第３のＴＦＴは前記ゲートラインから出力されたスキャン信号を消去させる
ことを特徴とする、液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第２のＴＦＴのＬＤＤ長さと前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さを同一に形成する
ことを特徴とする、請求項８に記載の液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１０】
　ガラス基板上にバッファ層を形成し、前記バッファ層上の一部領域に半導体物質でアク
ティブ層を形成するステップと、
　前記バッファ層及びアクティブ層を覆うようにゲート絶縁層を形成するステップと、
　前記ゲート絶縁層上にゲートメタルを形成するステップと、
　前記ゲートメタル上に第１フォトレジストマスクを形成した後、エッチング工程により
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前記ゲートメタルをパターニングして、前記アクティブ層と重なる領域にゲートを形成す
るステップと、
　前記ゲートをマスクとして用いて、前記アクティブ層の外郭に低濃度のＮタイプまたは
Ｐタイプの不純物をドーピングするステップと、
を含み、
　前記表示領域の第１のＴＦＴに第１長さのＬＤＤを形成し、前記非表示領域の第２のＴ
ＦＴに第２長さのＬＤＤを形成する
ことを特徴とする、請求項９に記載の液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記ゲート、及び低濃度の不純物がドーピングされた領域の一部を覆うように第２フォ
トレジストマスクを形成するステップと、
　前記低濃度の不純物がドーピングされた領域の外郭に高濃度のＮタイプまたはＰタイプ
の不純物をドーピングするステップと、
を含んで、前記ＬＤＤの外郭にソースとドレインを形成する
ことを特徴とする、請求項１０に記載の液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１２】
　ゲートを形成するとき、ゲートの最小線幅を調節して前記第１のＴＦＴ、前記第２のＴ
ＦＴ及び前記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さを調節する
ことを特徴とする、請求項１０に記載の液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記ソース及びドレインを形成するとき、高濃度の不純物のドーピングを遮断する第２
フォトレジストマスクの最小線幅を調節して前記第１のＴＦＴ、前記第２のＴＦＴ及び前
記第３のＴＦＴのＬＤＤ長さを調節する
ことを特徴とする、請求項１１に記載の液晶ディスプレイ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平板ディスプレイ装置に係り、特に、ディスプレイとタッチセンシング性能
を向上させることができるタッチ機能が内蔵された液晶ディスプレイ装置とその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力装置として、従来適用されていたマウスやキーボードなどの入力装置の代わりに、
使用者が指先やペンを用いてスクリーンに直接情報を入力できるタッチスクリーンが適用
されている。このようなタッチスクリーンは、誰でも容易に操作できるという長所によっ
て適用が拡大されている。
【０００３】
　液晶ディスプレイ装置にタッチスクリーンを適用する際に、厚さのスリム（ｓｌｉｍ）
化のために液晶パネルのＴＦＴアレイ基板（下部基板）にタッチスクリーンを内蔵させて
いる。すなわち、タッチスクリーンと液晶パネルを一体化させることで厚さを減らす。
【０００４】
　一例として、ＴＦＴアレイ基板に形成された共通電極をタッチ電極（ｔｏｕｃｈ　ｅｌ
ｅｃｔｒｏｄｅ）として機能させ、共通電極（タッチ電極）を連結するセンシングライン
（ＲXライン及びＴXライン）を別途に形成したインセルタッチ（ｉｎ－ｃｅｌｌ　ｔｏｕ
ｃｈ）タイプの液晶ディスプレイ装置が開発された。
【０００５】
　図１は、従来技術による液晶ディスプレイ装置を示す図である。
【０００６】
　図１を参照すると、ＴＦＴアレイ基板には、画像が表示されるアクティブ領域（ａｃｔ
ｉｖｅ　ａｒｅａ）１０が形成されており、アクティブ領域１０には、複数のピクセル（
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ｐｉｘｅｌ）がマトリックス状に形成されている。
【０００７】
　また、アクティブ領域１０の外郭には非表示領域が形成されている。非表示領域の一側
には、駆動回路のうちゲートドライバがＧＩＰ（ｇａｔｅ　ｉｎ　ｐａｎｅｌ）２０方式
で形成されている。非表示領域の他側には、アクティブ領域１０と駆動回路との間の接続
のためのパッド部３０が形成されている。
【０００８】
　図２は、従来技術による液晶ディスプレイ装置の問題点を示す図である。
【０００９】
　図２を参照すると、交差するように形成されたゲートライン４０とデータライン５０に
よりピクセルが定義される。ゲートライン４０とデータライン５０が交差する領域に薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が形成される。
【００１０】
　共通電極をタッチ電極として機能させるために、ＴＦＴアレイ基板にセンシングライン
を形成し、共通電極をＸ軸方向及びＹ軸方向に連結させる。
【００１１】
　一例として、センシングラインは、タッチ駆動信号（ｔｏｕｃｈ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｓ
ｉｇｎａｌ）が供給される駆動ライン（ＴXライン）６０と、タッチ駆動（Ｔｏｕｃｈ　
ｄｒｉｖｉｎｇ）信号による静電容量を検出する受信ライン（ＲXライン）７０とで構成
される。
【００１２】
　表示期間には、共通電極に共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給して画像をディスプレイする。
そして、非表示期間には、共通電極をタッチ電極として駆動させて、タッチによる静電容
量の変化をセンシングする。
【００１３】
　低温多結晶シリコン（ＬＴＰＳ：Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ　Ｓｉｌ
ｉｃｏｎ）ベースのＴＦＴの信頼性改善、及びオフ状態（ｏｆｆ－ｓｔａｔｅ）の漏れ電
流（ｌｅａｋａｇｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ）特性を改善させるために、ＴＦＴのソース／ドレ
イン領域の濃度を低くドーピング（ｄｏｐｉｎｇ）してＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐ
ｅｄ　Ｄｒａｉｎ）領域を形成する。ここで、ＴＦＴのＩ－Ｖ特性及び駆動信頼性は、Ｌ
ＤＤの長さ（ＬＤＤ　ｌｅｎｇｔｈ）によって大きく影響を受ける。
【００１４】
　従来技術による液晶ディスプレイ装置は、ＴＦＴの信頼性及びオフ状態（ｏｆｆ　ｓｔ
ａｔｅ）の特性に合せてアクティブ領域のＴＦＴとＧＩＰバッファ２２のＴＦＴのＬＤＤ
の長さを同一に設計した。これによって、ＴＦＴのＲｏｎ特性が低下して、ディスプレイ
駆動とタッチ駆動間に干渉が生じるという問題点がある。
【００１５】
　インセルタッチタイプの液晶パネルにおいて、ＧＩＰバッファ２２のＴＦＴのＬＤＤは
、信頼性改善及びオフ（ｏｆｆ）特性を改善するために形成された。しかし、ＴＦＴの全
体抵抗においてＬＤＤが７０～８０％を占めるので、ＬＤＤによってソース／ドレインの
直列抵抗（ｓｅｒｉｅｓ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）が増加することになる。したがって、
ＬＤＤによりＴＦＴの信頼性及びオフ特性は改善されたが、反面、Ｒｏｎ特性が低下して
タッチ特性を低下させるという問題点がある。
【００１６】
　一方、インセルタッチパネルは、タッチ駆動のための構成が液晶パネルに組み込まれて
いるため、ディスプレイ特性とタッチ特性との間に干渉が生じる。ディスプレイとタッチ
との間の干渉を減らすために、ＴＦＴのＲｏｎ特性が改善されなければならない。
【００１７】
　タッチ駆動のためのタッチ駆動（Ｔｏｕｃｈ　ｄｒｉｖｉｎｇ）信号が、パネル内部の
寄生キャパシタンス（ＣDTX、ＣGD、ＣDRX、ＣGRX、ＣMu）に漏洩してノイズ（ｎｏｉｓ
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ｅ）が生じることになり、ノイズを除去するためにはＴＦＴのＲｏｎ特性を改善しなけれ
ばならない。
【００１８】
　ＴＦＴのＲｏｎ特性を改善するためには、ＬＤＤの長さ（ＬＤＤ　ｌｅｎｇｔｈ）を減
少させなければならないが、ＬＤＤの長さは、ＴＦＴの信頼性及びオフ（ｏｆｆ）特性に
影響を与えるので、ＬＤＤの長さを減らすことに困難がある。
【００１９】
　タッチ特性を向上させるためには、アクティブ領域１０において漏れ電流の減少及び寄
生キャパシタンスの均一度を考慮してＬＤＤの長さを設計しなければならないが、今まで
これに対する具体的な方案が提示されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、インセルタッチパネルのディスプ
レイ及びタッチ特性を向上させることができる液晶ディスプレイ装置とその製造方法を提
供することを技術的課題とする。
【００２１】
　また、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、インセルタッチパネルのデ
ィスプレイとタッチ駆動との間に干渉を減少させることができる液晶ディスプレイ装置と
その製造方法を提供することを技術的課題とする。
【００２２】
　また、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、ＴＦＴのＲｏｎ特性を向上
させることができる液晶ディスプレイ装置とその製造方法を提供することを技術的課題と
する。
【００２３】
　また、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、タッチ駆動時に液晶パネル
の内部のノイズを減少させることができる液晶ディスプレイ装置とその製造方法を提供す
ることを技術的課題とする。
【００２４】
　また、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、ＧＩＰバッファＴＦＴの信
頼性を考慮してＬＤＤの長さが設計された液晶ディスプレイ装置とその製造方法を提供す
ることを技術的課題とする。
【００２５】
　また、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、ピクセル（ｐｉｘｅｌ）Ｔ
ＦＴのオフ状態（ｏｆｆ　ｓｔａｔｅ）での漏れ電流（ｌｅａｋａｇｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ
）特性、及びパネル内部の寄生キャパシタンス（ｇａｔｅ　ｔｏ　ｓｏｕｒｃｅ／ｄｒａ
ｉｎ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）の均一度を考慮してＬＤＤの長さが設計された液晶ディ
スプレイ装置とその製造方法を提供することを技術的課題とする。
【００２６】
　さらに、本発明は、上述した問題点を解決するためのもので、ＴＦＴのＲｏｎ特性を考
慮してＧＩＰバッファに接続されたテール（ｔａｉｌ）ＴＦＴのＬＤＤ長さが設計された
液晶ディスプレイ装置とその製造方法を提供することを技術的課題とする。
【００２７】
　以上言及した本発明の技術的課題の他にも、本発明の他の特徴及び利点が以下で記述さ
れたり、そのような記述及び説明から、本発明の属する技術分野における通常の知識を有
する者に明確に理解されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明によるタッチ機能が内蔵された液晶ディスプレイ装置は、表示領域に形成された
ピクセルＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と、非表示領域に形成さ
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れたゲートドライバのバッファＴＦＴと、を含み、前記ピクセルＴＦＴと前記バッファＴ
ＦＴは、ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）長さが互いに異なることを
特徴とする。
【００２９】
　本発明によるタッチ機能が内蔵された液晶ディスプレイ装置の製造方法は、第１長さの
ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）を有するピクセルＴＦＴ（Ｔｈｉｎ
　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を表示領域に形成するステップと、第２長さのＬＤ
Ｄを有するゲートドライバのバッファＴＦＴを非表示領域に形成するステップと、を含み
、前記ピクセルＴＦＴと前記バッファＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明による液晶ディスプレイ装置とその製造方法は、アクティブ領域に形成されたピ
クセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成し
て、インセルタッチパネルのディスプレイ及びタッチ特性を向上させることができる。
【００３１】
　本発明による液晶ディスプレイ装置とその製造方法は、アクティブ領域に形成されたピ
クセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成し
て、インセルタッチパネルのディスプレイとタッチ駆動との間に干渉を減少させることが
できる。
【００３２】
　本発明による液晶ディスプレイ装置は、ＴＦＴのＲｏｎ特性を向上させることができる
。
【００３３】
　本発明による液晶ディスプレイ装置は、タッチ駆動時に液晶パネルの内部のノイズを減
少させることができる。
【００３４】
　本発明による液晶ディスプレイ装置は、ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを調節して
、ＧＩＰバッファＴＦＴの信頼性を向上させることができる。
【００３５】
　本発明による液晶ディスプレイ装置とその製造方法は、ピクセルＴＦＴのＬＤＤの長さ
を調節して、ピクセルＴＦＴのオフ状態での漏れ電流特性及びパネル内部の寄生キャパシ
タンスの均一度を向上させることができる。
【００３６】
　本発明による液晶ディスプレイ装置とその製造方法は、ＧＩＰバッファに接続されたテ
ール（ｔａｉｌ）ＴＦＴのＬＤＤ長さを調節して、ＴＦＴのＲｏｎ特性を向上させること
ができる。
【００３７】
　以上言及した本発明の特徴及び効果以外にも本発明の実施例を通じて本発明の更に他の
特徴及び効果が新しく把握されることもあるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】従来技術に係る液晶ディスプレイ装置を示す図である。
【図２】従来技術に係る液晶ディスプレイ装置の問題点を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置を示す図である。
【図４】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置を示す図である。
【図５】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置のディスプレイ及びタッチ駆動方法
を説明するための図である。
【図６】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてピクセルＴＦＴを示す平面
図である。
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【図７】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてＧＩＰバッファのＴＦＴを
示す平面図である。
【図８】ボトムゲート（ｂｏｔｔｏｍ　ｇａｔｅ）構造を有するＴＦＴを示す断面図であ
る。
【図９】トップゲート（ｔｏｐ　ｇａｔｅ）構造を有するＴＦＴを示す断面図である。
【図１０】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてＴＦＴのＬＤＤを形成す
る方法を示す工程図である。
【図１１】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてＴＦＴのＬＤＤを形成す
る方法を示す工程図である。
【図１２】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピクセ
ルＴＦＴとＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるように形成されたことを示
す図である。
【図１３】本発明の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピクセ
ルＴＦＴとＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤの長さを互いに異なるように形成する方法を示
す図である。
【図１４】本発明の他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置を示す図である。
【図１５】本発明の他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてＧＩＰバッファＴＦ
Ｔ及びテールＴＦＴを示す平面図である。
【図１６】本発明の他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピ
クセルＴＦＴ、ＧＩＰバッファＴＦＴ及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるよう
に形成されたことを示す図である。
【図１７】本発明の他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピ
クセルＴＦＴ、ＧＩＰバッファＴＦＴ及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるよう
に形成されたことを示す図である。
【図１８】本発明の更に他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域
のピクセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるように形
成されたことを示す図である。
【図１９】本発明の更に他の実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域
のピクセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるように形
成されたことを示す図である。
【図２０】本発明の各実施例に係る液晶ディスプレイ装置においてタッチ特性が向上した
効果を従来技術と比較して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の実施例によるタッチスクリーンが内蔵された液
晶ディスプレイ装置とその製造方法について説明する。
【００４０】
　本発明の実施例を説明する際、ある構造物（電極、ライン、レイヤ、コンタクト）が、
他の構造物の「上部に又は上に」及び「下部に又は下に」形成されると記載された場合、
このような記載は、この構造物が互いに接触されている場合はもとより、これら構造物の
間に第３の構造物が介在されている場合も含むものと解釈されなければならない。
【００４１】
　図面を参照した本発明の詳細な説明に先立ち、液晶ディスプレイ装置について簡単に説
明する。液晶ディスプレイ装置は、液晶層の配列を調節する方式によって、ＴＮ（Ｔｗｉ
ｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モ
ード、ＩＰＳ（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ
　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードなど多様に開発されている。
【００４２】
　そのうち、前記ＩＰＳモードと前記ＦＦＳモードは、下部基板上にピクセル電極と共通
電極を配置して、前記ピクセル電極と共通電極との間の電界により液晶層の配列を調節す
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る方式である。
【００４３】
　前記ＩＰＳモードは、前記ピクセル電極と共通電極を平行に交互に配列することによっ
て両電極間で水平電界を生じさせて液晶層の配列を調節する方式である。ＩＰＳモードは
、前記ピクセル電極と前記共通電極の上側部分において液晶層の配列が調節されないため
、その領域で光の透過度が低下するという短所がある。
【００４４】
　ＩＰＳモードの短所を解決するために考案されたのが前記ＦＦＳモードである。ＦＦＳ
モードは、ピクセル電極と共通電極とを絶縁層を介して離隔するように形成させる。
【００４５】
　このとき、一方の電極は、パターンまたは板（ｐｌａｔｅ）状に構成し、他方の電極は
、フィンガー（ｆｉｎｇｅｒ）状に構成して、両電極の間で生じるフリンジフィールド（
Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ）を通じて液晶層の配列を調節する方式である。
【００４６】
　本発明の実施例によるタッチスクリーンが内蔵された液晶ディスプレイ装置は、ＦＦＳ
モードの構造を有する。そして、ＴＦＴアレイ基板（下部基板）の素材として、低温多結
晶シリコン（ＬＴＰＳ：Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）
を用いることができる。
【００４７】
　本発明の実施例によるタッチスクリーンが内蔵された液晶ディスプレイ装置は、使用者
のタッチ位置を検出するタッチスクリーンが内蔵されたインセルタッチ（ｉｎ－ｃｅｌｌ
　ｔｏｕｃｈ）タイプの液晶パネルと、前記液晶パネルに光を供給するバックライトユニ
ット（Ｂａｃｋ　Ｌｉｇｈｔ　Ｕｎｉｔ）及び駆動回路部を含んで構成される。
【００４８】
　前記駆動回路部は、タイミングコントローラ（Ｔ－ｃｏｎ）、データドライバ（Ｄ－Ｉ
Ｃ）、ゲートドライバ（Ｇ－ＩＣ）、タッチセンシングドライバ、バックライト駆動部及
び電源供給部を含む。
【００４９】
　ここで、前記駆動回路部の全体又は一部は、ＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）ま
たはＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、Ｃ
ｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）方式で液晶パネルのＴＦＴアレイ基板（下部基板）に形成され
ることができる。
【００５０】
　図３及び図４は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置を示す図である。本発明
の実施例による液晶ディスプレイ装置は、タッチスクリーンがインセルタッチタイプであ
り、ＴＦＴアレイ基板に組み込まれている。
【００５１】
　図３では、本発明の実施例によるタッチスクリーンが内蔵された液晶ディスプレイ装置
の構成のうち、カラーフィルタアレイ基板（上部基板）、液晶層及びＧＩＰ２００を除外
した駆動回路部の図示は省略した。
【００５２】
　図３及び図４を参照すると、ＴＦＴアレイ基板には、画像が表示されるアクティブ領域
（ａｃｔｉｖｅ　ａｒｅａ）１００が形成され、アクティブ領域１００には、複数のピク
セル（ｐｉｘｅｌ）がマトリック状に形成されている。ここで、アクティブ領域１００は
、イメージが表示される表示領域である。
【００５３】
　また、アクティブ領域１００の外郭には非表示領域が形成される。非表示領域の一側に
は、駆動回路のうちゲートドライバがＧＩＰ（ｇａｔｅ　ｉｎ　ｐａｎｅｌ）２００方式
で形成されている。一方、ゲートドライバはＡＳＧ（Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏ
ｎ　Ｇａｔｅ）方式で形成されてもよい。非表示領域の他側には、アクティブ領域１００
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と駆動回路との間の接続のためのパッド部３００が形成されている。
【００５４】
　図３で示したように、パネルの外郭部左側にＧＩＰ２００が形成されてもよいが、ＧＩ
Ｐ２００は、パネルの外郭部右側または上端及び下端に形成されてもよい。また、図３で
示したように、パネルの外郭部上端にパッド部３００が形成されてもよいが、パネルの外
郭部左右側及び下端にパッド部３００が形成されてもよい。
【００５５】
　図４に示されたように、複数のピクセルのそれぞれは、交差するように形成されたゲー
トライン１４０とデータライン１５０により定義される。ゲートライン１４０とデータラ
イン１５０により定義されたピクセル毎にＴＦＴが形成される。また、複数のピクセルに
は、共通電極（Ｖｃｏｍ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）及びピクセル電極（ｐｉｘｅｌ　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｄｅ）が形成される。
【００５６】
　ＧＩＰ２００には、ゲートライン１４０の個数だけチャネルが形成されている。ＧＩＰ
２００の各チャネルは、ＧＩＰバッファ２１０を通じてスキャンパルス（ｓｃａｎ　ｐｕ
ｌｓｅ）をゲートライン１４０に供給して、ピクセルＴＦＴをターンオン（ｔｕｒｎ－ｏ
ｎ）させる。図４では、１チャネルのＧＩＰバッファ２１０がダブルＴＦＴで構成された
ことを示している。しかし、ＧＩＰバッファ２１０を構成するＴＦＴの個数には制限がな
い。
【００５７】
　共通電極をタッチ電極として機能させるために、ＴＦＴアレイ基板にセンシングライン
を形成して、共通電極をＸ軸方向及びＹ軸方向に連結させる。
【００５８】
　一例として、センシングラインは、タッチ駆動信号（ｔｏｕｃｈ　ｄｒｉｖｉｎｇ　ｓ
ｉｇｎａｌ）が供給される駆動ライン（ＴXライン）１６０と、タッチ駆動（Ｔｏｕｃｈ
　ｄｒｉｖｉｎｇ）信号による静電容量を検出する受信ライン（ＲXライン）１７０とで
構成されることができる。
【００５９】
　図５は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置のディスプレイ及びタッチ駆動方
法を説明するための図である。
【００６０】
　図５を参照して説明すると、１フレーム（１ｆｒａｍｅ）期間は、表示期間（ｄｉｓｐ
ｌａｙ　ｐｅｒｉｏｄ）と、非表示期間、すなわちタッチ期間（ｔｏｕｃｈ　ｐｅｒｉｏ
ｄ）で構成されることができる。
【００６１】
　１フレームにおいて、表示期間には、ＧＩＰ２００の全体ＧＩＰバッファ２１０を通じ
て順次にスキャン信号をゲートライン１４０に供給してピクセルＴＦＴをターンオンさせ
る。ピクセルＴＦＴがターンオンされる時点に合せてデータライン１５０にデータ電圧を
供給し、共通電極に共通電圧（Ｖｃｏｍ）を供給して画像をディスプレイする。
【００６２】
　そして、非表示期間、すなわちタッチ期間には、ピクセルＴＦＴをターンオフ（ｔｕｒ
ｎ－ｏｆｆ）させ、共通電極をタッチ電極として駆動させて、タッチによる静電容量の変
化をセンシングする。
【００６３】
　このとき、駆動ライン（ＴXライン）１６０にはタッチ駆動信号（ｔｏｕｃｈ　ｄｒｉ
ｖｉｎｇ　ｓｉｇｎａｌ）を供給し、受信ライン（ＲXライン）１７０を通じて使用者の
タッチによる静電容量の変化をセンシングする。
【００６４】
　図６は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてピクセルＴＦＴを示す平
面図で、図７は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてＧＩＰバッファの
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ＴＦＴを示す平面図である。
【００６５】
　図６及び図７を参照すると、アクティブ領域１００のピクセルＴＦＴ及びＧＩＰバッフ
ァ２１０のＴＦＴは、ゲートライン１４０と接続されたゲートＧ、アクティブＡ、データ
ラインと接続されたソースＳ、及びピクセル電極と接続されたドレインＤを含み、ゲート
ＧとアクティブＡとの間にはゲート絶縁層ＧＩが形成されている。
【００６６】
　ここで、アクティブ領域１００に形成されたピクセルＴＦＴ及び非表示領域に形成され
たＧＩＰバッファ２１０のＴＦＴは、ディスプレイ及びタッチ駆動特性の向上、駆動信頼
性及びオフ状態（ｏｆｆ　ｓｔａｔｅ）の特性を向上させるためにＬＤＤを含む。このと
き、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（ＬＤＤ　ｌｅｎｇｔｈ）とＧＩＰバッファ２１０のＴ
ＦＴのＬＤＤ長さは互いに異なるように形成されている。
【００６７】
　ＴＦＴに形成されたＬＤＤについて具体的に説明すると、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：
Ｈ）または低温ポリシリコン（Ｐ－Ｓｉ）でＴＦＴの半導体レイヤが形成され、半導体レ
イヤ上にゲート絶縁層（ＧＩ）及びゲート（ｇａｔｅ）が順次に形成される。
【００６８】
　ゲートをマスクとして用いて半導体レイヤに低濃度のＮタイプ又はＰタイプの不純物を
ドーピングする。このとき、ゲートにより不純物がドーピングされない領域がＴＦＴのア
クティブとなる。
【００６９】
　ゲート、及び低濃度の不純物がドーピングされたアクティブの一部を覆うようにＰＲ（
ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）を形成し、ＰＲをマスクとして用いて、半導体レイヤに高濃度
のＮタイプ又はＰタイプの不純物をドーピングしてＴＦＴのソース及びドレインを形成す
る。このとき、ＰＲにより高濃度の不純物がドーピングされない領域がＬＤＤとなる。
【００７０】
　製造工程において、ゲートＧの湿式エッチング（ｗｅｔ　ｅｔｃｈ）での最小線幅（Ｃ
Ｄ：Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ）を調節してＬＤＤの長さを調節できる。ま
た、製造工程において、高濃度の不純物をドーピング（例として、Ｎ+ ドーピング又はＰ
+ ドーピング）する時にマスクとして形成されたＰＲ（ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）の最小
線幅（ＣＤ）の差によりＬＤＤの長さを調節できる。このとき、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ
長さとバッファＴＦＴのＬＤＤ長さの比率を１：０．７～１：０．９になるように調節で
きる。
【００７１】
　一例として、表示領域であるアクティブ領域に形成されたピクセルＴＦＴのＬＤＤは、
片側の長さが１．０～２．０μｍ±０．１μｍに形成され、ピクセルＴＦＴの全体ＬＤＤ
の長さは、２．０～４．０μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【００７２】
　一方、非表示領域に形成されたＧＩＰバッファ２１０のＴＦＴのＬＤＤは、片側の長さ
が０．７～１．７μｍ±０．１μｍに形成され、バッファＴＦＴの全体ＬＤＤの長さは、
１．４～３．４μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【００７３】
　このように、アクティブ領域１００に形成されたピクセルＴＦＴと非表示領域に形成さ
れたＧＩＰのバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成、すなわち、ピクセ
ルＴＦＴのＬＤＤ長さよりもバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを短く形成できる。これによっ
て、ＴＦＴのソース／ドレイン間の直列抵抗を減らして、Ｒｏｎ特性を向上させてディス
プレイ及びタッチ駆動特性を向上させることができる。
【００７４】
　図８は、ボトムゲート（ｂｏｔｔｏｍ　ｇａｔｅ）構造を有するＴＦＴを示す断面図で
あり、図９は、トップゲート（ｔｏｐ　ｇａｔｅ）構造を有するＴＦＴを示す断面図であ



(11) JP 5670991 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

る。
【００７５】
　図８に示されたように、アクティブ領域１００のピクセルＴＦＴ及びＧＩＰバッファ２
１０のＴＦＴは、ゲート１１２がアクティブ１１４の下部に形成されるボトムゲート構造
に形成されることができる。
【００７６】
　図８で、ガラス基板上には、アクティブ１１４を保護するためのブロッキングレイヤ（
ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）としてバッファ層１１１が形成されている。バッファ層
１１１上にゲート１１２が形成されている。ゲート１１２を覆うようにガラス基板の全面
にゲート絶縁層（ＧＩ）１１３が形成されている。ゲート絶縁層上にアクティブ１１４が
形成されている。
【００７７】
　アクティブ１１４の一側にはソース１１５が形成され、アクティブ１１４の他側にはド
レイン１１６が形成されている。アクティブ１１４とソース１１５／ドレイン１１６との
間には高濃度のドーピング層（Ｎ＋　ａ－Ｓｉ：Ｈ）１１７が形成されている。
【００７８】
　一方、図９に示されたように、アクティブ領域１００のピクセルＴＦＴ及びＧＩＰバッ
ファ２１０のＴＦＴは、ゲート１１２がアクティブ１１４の上部に形成されるトップゲー
ト構造に形成されてもよい。
【００７９】
　図９で、ガラス基板上には遮光層１１９が形成されている。アクティブ１１４を保護す
るためのブロッキングレイヤ（ｂｌｏｃｋｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）としてバッファ層１１１
が遮光層１１９を覆うように形成されている。
【００８０】
　バッファ層１１１上にアクティブ１１４、ＬＤＤ１１８、ソース１１５及びドレイン１
１６が形成されている。アクティブ１１４、ＬＤＤ１１８、ソース１１５及びドレイン１
１６は、製造工程中にアクティブ１１４を形成するための半導体レイヤに不純物を注入し
て形成されるので、同一レイヤに形成される。
【００８１】
　アクティブ１１４、ＬＤＤ１１８、ソース１１５及びドレイン１１６を覆うようにゲー
ト絶縁層１１３が形成されている。ゲート絶縁層１１３の上部においてアクティブ１１４
と重なる領域にゲート１１２が形成されている。
【００８２】
　ゲート１１２を覆うようにガラス基板の全面に保護層（ＰＡＳ）が形成されている。ソ
ース１１５及びドレイン１１６の上面が露出するようにゲート絶縁層１１３及び保護層（
ＰＡＳ）の一部領域がエッチングされた箇所にコンタクト（ＣＮＴ）が形成されている。
前記コンタクト（ＣＮＴ）を通じて、ソース１１５はデータラインと接続され、ドレイン
１１６はピクセル電極と接続される。
【００８３】
　ＬＴＰＳが適用されたＴＦＴの場合、トップゲート方式が、工程の温度特性及びＬＤＤ
の形成時にゲートを用いたセルフマスク（ｓｅｌｆ　ｍａｓｋ）の長所がある。上述した
ボトムゲート方式とトップゲート方式のＴＦＴは、固有の長所及び短所があるが、以下で
はトップゲート方式のＴＦＴが適用されたものを一例として説明する。
【００８４】
　ＴＦＴのＬＤＤ長さは、Ｉ－Ｖ特性及び駆動信頼性に大きな影響を与える。本発明の一
実施例では、アクティブ領域に形成されたピクセルＴＦＴと、ＧＩＰのバッファＴＦＴと
のＬＤＤ長さを互いに異なるように形成する。これを通じて、ＴＦＴの信頼性及びオフ状
態（ｏｆｆ　ｓｔａｔｅ）の特性を高め、ＴＦＴのＲｏｎ特性を改善しようとする。また
、ＴＦＴのソース／ドレインの直列抵抗（ｓｅｒｉｅｓ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）を減少
させ、パネル内部の寄生キャパシタンス（ＣDTX、ＣGD、ＣDRX、ＣGRX、ＣMu）を均一化
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させようとする。
【００８５】
　図１０及び図１１は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてＴＦＴのＬ
ＤＤを形成する方法を示す工程図である。
【００８６】
　以下、図１０及び図１１を参照してＴＦＴのＬＤＤを形成する方法を説明する。その後
、アクティブ領域と非表示領域においてＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるように形成さ
れた特徴について説明する。
【００８７】
　図１０（Ａ）に示されたように、ガラス基板の上部のＴＦＴ領域には、バックライトか
らの光がアクティブに入射されることを防止するための遮光層１１９が形成され、遮光層
１１９を覆うようにガラス基板の全面にバッファ層１１１が形成される。
【００８８】
　ここで、遮光層１１９は、光を遮断するために不透明金属、例えば、モリブデン（Ｍｏ
）またはアルミニウム（Ａｌ）で形成されることができ、５００Åの厚さを有することが
できる。
【００８９】
　バッファ層１１１は、無機物、例えば、ＳｉＯ2またはＳｉＮｘで形成されることがで
き、２，０００Å～３，０００Åの厚さを有することができる。
【００９０】
　バッファ層１１１の上部において遮光層１１９と重なる領域に、半導体物質でＴＦＴの
アクティブ１１４が形成される。
【００９１】
　ここで、アクティブ１１４は、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）または低温ポリシリコ
ン（Ｐ－Ｓｉ）で形成されることができ、５００Åの厚さを有することができる。
【００９２】
　次に、図１０（Ｂ）に示されたように、アクティブ１１４及びバッファ層１１１を覆う
ようにガラス基板の全面にゲート絶縁層１１３が形成される。
【００９３】
　ここで、ゲート絶縁層１１３は、ＳｉＯ2またはＳｉＮｘで形成されることができ、１
，３００Åの厚さを有することができる。
【００９４】
　一方、ゲート絶縁層１１３は、ＴＥＯＳ（Ｔｅｔｒａ　Ｅｔｈｙｌ　Ｏｒｔｈｏ　Ｓｉ
ｌｉｃａｔｅ）またはＭＴＯ（Ｍｉｄｄｌｅ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｏｘｉｄｅ）を
ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）で蒸着して形成されて
もよい。
【００９５】
　ゲート絶縁層１１３上に、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ
）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）及び銅（Ｃｕ）
のような伝導性金属物質、またはこれらの金属の合金を蒸着させてゲートメタル（ｇａｔ
ｅ　ｍｅｔａｌ）を形成する。
【００９６】
　その後、第１のＰＲ(ｐｈｏｔｏ　ｒｅｓｉｓｔ）をマスクとして用いた湿式エッチン
グ（ｗｅｔ　ｅｔｃｈ）を行って、ゲートメタルをパターニングする。
【００９７】
　その後、ゲートメタル上に残存する第１のＰＲのストリップ及び乾式エッチング（ｄｒ
ｙ　ｅｔｃｈ）を行って、ゲート絶縁層１１３の上部においてアクティブ１１４と重なる
領域にはＴＦＴのゲート１１２が形成される。このとき、ゲート１１２は、３，０００Å
の厚さに形成されることができる。
【００９８】
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　次に、図１０（Ｃ）に示されたように、ゲート１１２をマスクとして用いて、半導体レ
イヤの外郭に低濃度のＮタイプまたはＰタイプの不純物をドーピング（例えば、Ｎ- ｄｏ
ｐｉｎｇまたはＰ- ｄｏｐｉｎｇ）する。このとき、ゲート１１２により不純物がドーピ
ングされない領域がアクティブ１１４となり、低濃度のＮタイプまたはＰタイプの不純物
がドーピングされた領域にＬＤＤが形成される。
【００９９】
　次に、図１０（Ｄ）に示されたように、ゲート１１２、及び低濃度の不純物がドーピン
グされたアクティブ１１４の一部を覆うように第２のＰＲを形成する。その後、第２のＰ
Ｒをマスクとして用いて、アクティブの外郭に高濃度のＮタイプまたはＰタイプの不純物
をドーピング（例えば、Ｎ+ ｄｏｐｉｎｇまたはＰ+ ｄｏｐｉｎｇ）する。
【０１００】
　ここで、高濃度の不純物がドーピングされた領域がソース１１５とドレイン１１６で形
成される。そして、第２のＰＲにより高濃度の不純物がドーピングされない領域がＬＤＤ
１１８となる。
【０１０１】
　このように、ゲート絶縁層１１３を介して、アクティブ１１４、ＬＤＤ１１８、ソース
１１５、ドレイン１１６及びゲート１１２が形成されてＴＦＴが構成される。
【０１０２】
　上述した製造工程を通じて、表示領域に第１長さのＬＤＤを含むピクセルＴＦＴを形成
し、非表示領域に第２長さのＬＤＤを含むバッファＴＦＴ及びテールＴＦＴを形成できる
。
【０１０３】
　図示してはいないが、後続工程を通じてゲート１１２の上部には層間絶縁層（ＩＬＤ：
Ｉｎｔｅｒ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃ）及び保護層（ＰＡＳ）が形成される。
ソース１１５とデータラインのコンタクト（ＣＮＴ）、及びドレイン１１６とピクセル電
極間のコンタクト（ＣＮＴ）が形成される。
【０１０４】
　ここで、層間絶縁層は、ＳｉＯ2またはＳｉＮｘで形成されることができ、６，０００
Åの厚さを有することができる。他の例として、層間絶縁層は、ＳｉＯ2(３，０００Å）
／ＳｉＮｘ(３，０００Å）の構造に形成されてもよい。
【０１０５】
　保護層（ＰＡＳ）は、フォトアクリル（ＰＡＣ：ｐｈｏｔｏ　ａｃｒｙｌ）で形成され
ることができ、２．０μｍ～３．０μｍの厚さに形成されてガラス基板の全面を平坦化さ
せる。
【０１０６】
　前記コンタクト（ＣＮＴ）は、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（
Ｃｒ）、金（Ａｕ）、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、ネオジム（Ｎｄ）及び銅（Ｃ
ｕ）のような伝導性金属物質で、６，０００Åの厚さを有するように形成されることがで
きる。
【０１０７】
　他の例として、コンタクト（ＣＮＴ）は、モリブデン／アルミニウム／モリブデンが積
層された構造に形成されてもよい。
【０１０８】
　保護層の上部には、共通電極（Ｖｃｏｍ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）が形成される。このと
き、共通電極は、ＩＴＯ(ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ(ｉｎｄｉｕｍ　
ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）またはＩＴＺＯ(ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ
）のような透明伝導性物質で、５００Åの厚さを有するように形成されることができる。
【０１０９】
　共通電極を覆うように絶縁層が形成され、絶縁層上にピクセル電極が形成される。この
とき、ピクセル電極は、ＩＴＯ、ＩＺＯまたはＩＴＺＯのような透明伝導性物質で、５０
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０Åの厚さを有するように形成されることができる。
【０１１０】
　一方、共通電極にはセンシングラインが接続されるように形成され、非表示期間に共通
電極をタッチ電極として駆動させる。
【０１１１】
　本発明は、アクティブ領域と非表示領域においてＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるよ
うに形成された点が重要な事項であるので、非表示期間に共通電極をタッチ電極として駆
動させるために形成されるタッチセンシングラインの構造、及びコンタクト方法に対する
詳細な説明は省略する。
【０１１２】
　上述した説明では、ピクセル電極が共通電極の上部に形成されたピクセル電極オントッ
プ（ＰＸＬ　ｏｎ　ｔｏｐ）の構造を一例として説明したが、これは、本発明の一例に過
ぎない。本発明の他の例として、共通電極がピクセル電極の上部に形成された共通電極オ
ントップ（Ｖｃｏｍ　ｏｎ　ｔｏｐ）の構造も適用されることができる。
【０１１３】
　上述した構成を含む本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置は、表示期間には、共
通電極とピクセル電極との間で生じるフリンジフィールド（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ）
を通じて液晶層の配列を調節して画像を表示することになる。
【０１１４】
　そして、非表示期間には、タッチセンシングラインを通じて連結されたピクセルの共通
電極をタッチセンシング電極として駆動させて、使用者のタッチをセンシングする。
【０１１５】
　使用者のタッチによってカラーフィルタアレイ基板（上部基板）とＴＦＴアレイ基板（
下部基板）の共通電極の間にはタッチ静電容量が形成される。このような、タッチによる
静電容量の変化を感知して使用者のタッチ位置を検出することになる。
【０１１６】
　次に、図１１を参照すると、ＬＤＤの長さが（ｌｅｎｇｔｈ）は、ゲート１１２を形成
する時、湿式エッチング工程での最小線幅（ＣＤ）と、高濃度の不純物をドーピング（例
として、Ｎ＋ ドーピング）する工程でマスクとして形成されたＰＲの最小線幅（ＣＤ）
の差により決定される。
【０１１７】
　本発明では、ゲート１１２の最小線幅（ＣＤ）と、ＰＲの最小線幅（ＣＤ）のうち少な
くとも一つを調節して、アクティブ領域のピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ及び非表示領域の
ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを調節できる。すなわち、アクティブ領域に形成され
るピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さと非表示領域に形成されるＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ
長さとを互いに異なるように形成できる。
【０１１８】
　図１２は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピク
セルＴＦＴとＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さが互いに異なるように形成されたことを
示す図である。
【０１１９】
　図１２を参照すると、アクティブ領域のピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さは、片側Ａ１、Ａ
２が１．０～２．０μｍ±０．１μｍに形成されている。ピクセルＴＦＴの全体ＬＤＤの
長さは、２．０～４．０μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１２０】
　一方、非表示領域に形成されたＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さは、片側Ｂ１、Ｂ２
が０．７～１．７μｍ±０．１μｍに形成されている。バッファＴＦＴの全体ＬＤＤの長
さは、１．４～３．４μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１２１】
　図１２に示されたように、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ａ）が、バッファＴＦＴのＬ
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ＤＤ長さ（Ｂ）よりも長く（Ａ＞Ｂ）形成される。このとき、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長
さとバッファＴＦＴのＬＤＤ長さとの比率は、１：０．７～１：０．９になることができ
る。
【０１２２】
　ここで、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さは、ＧＩＰバッファＴＦＴの信頼性を考慮して設
計されたものである。従来技術に比べてバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを短く形成すること
により、ＴＦＴのソース／ドレイン間の直列抵抗を減らしてＲｏｎ特性を向上させること
ができる。
【０１２３】
　ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さは、ピクセルＴＦＴがオフ状態（ｏｆｆ　ｓｔａｔｅ）で
あるとき、漏れ電流（ｌｅａｋａｇｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ）特性及びパネル内部の寄生キャ
パシタンス（ｇａｔｅ　ｔｏ　ｓｏｕｒｃｅ／ｄｒａｉｎ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）の
均一度を考慮して設計される。
【０１２４】
　図１３は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてアクティブ領域のピク
セルＴＦＴとＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成する方法を示
す図である。
【０１２５】
　図１３を参照すると、製造工程でアクティブ領域に第１マスクＭ１を適用し、非表示領
域に第２マスクＭ２を別途に適用してゲート１１２の最小線幅（ＣＤ）を調節できる。
【０１２６】
　一方、１枚のマスクを用いてピクセルＴＦＴ及びバッファＴＦＴのゲートを形成できる
。このとき、アクティブ領域と非表示領域に適用されるマスクパターンを互いに異なるよ
うに形成することにより、ピクセルＴＦＴのゲート及びバッファＴＦＴのゲートが互いに
異なる最小線幅（ＣＤ）を有するように調節できる。
【０１２７】
　ゲート１１２の最小線幅（ＣＤ）と、高濃度の不純物の注入時にマスクとして用いられ
るＰＲの最小線幅（ＣＤ）のうち少なくとも一つを調節できる。これによって、ピクセル
ＴＦＴのＬＤＤ長さ及びバッファＴＦＴのＬＤＤ長さの比率を決定し、ピクセルＴＦＴの
ＬＤＤ長さとＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さとが互いに異なるように形成できる。
【０１２８】
　図１４は、本発明の他の実施例による液晶ディスプレイ装置を示す図で、図１５は、本
発明の他の実施例による液晶ディスプレイ装置においてＧＩＰバッファＴＦＴ及びテール
ＴＦＴを示す平面図である。
【０１２９】
　図１４及び図１５を参照すると、ゲートドライバがＧＩＰ方式で適用されたインセルタ
ッチ方式の液晶パネルは、画像のディスプレイのみならず、タッチ駆動の特性も非常に重
要である。
【０１３０】
　したがって、ディスプレイとタッチ駆動との間の干渉を減らすために、テールＴＦＴ（
ｔａｉｌ　ＴＦＴ）２２０が形成されている。テールＴＦＴ２２０は、ＧＩＰバッファ２
１０とピクセルＴＦＴとの間に形成されている。
【０１３１】
　図１５に示されたように、テールＴＦＴ２２０は、ＧＩＰバッファ２１０と同様の構造
に形成されることができる。
【０１３２】
　テールＴＦＴ２２０は、ＧＩＰバッファ２１０からゲートライン１４０へ出力されたス
キャン信号をＶＧＬにより消去させる。非表示期間、すなわちタッチ期間（ｔｏｕｃｈ　
ｐｅｒｉｏｄ）中にスキャン信号をＶＧＬにより消去させる。
【０１３３】
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　これによって、ディスプレイとタッチ駆動との間に干渉を減らし、タッチ駆動信号が液
晶パネルの内部の寄生キャパシタンスに漏洩してノイズが増加されることを防止できる。
【０１３４】
　ここで、本発明の他の実施例による液晶ディスプレイ装置では、ピクセルＴＦＴとテー
ルＴＦＴ２２０のＬＤＤ長さを互いに異なるように形成する。
【０１３５】
　ディスプレイとタッチ駆動との間の干渉を減らすためには、テールＴＦＴ２２０のＲｏ
ｎ特性が改善されなければならない。そのために、本発明の他の実施例による液晶ディス
プレイ装置では、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さよりもテールＴＦＴ２２０のＬＤＤ長さを
短く形成する。
【０１３６】
　このとき、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さと、ＧＩＰバッファ２１０のＴＦＴのＬＤＤ長
さとの比率を１：０．７～１：０．９になるように調節できる。また、ピクセルＴＦＴの
ＬＤＤ長さと、テールＴＦＴ２２０のＬＤＤ長さとの比率を１：０．７～１：０．９にな
るように調節できる。
【０１３７】
　一方、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さと、ＧＩＰバッファ２２０のＴＦＴのＬＤＤ長さと
の比率を１：０．７～１：０．９になるように調節し、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さと、
テールＴＦＴ２２０のＬＤＤ長さとの比率を１：０．５～１：０．７になるように調節で
きる。
【０１３８】
　図１６及び図１７は、本発明の他の実施例による液晶ディスプレイ装置においてアクテ
ィブ領域のピクセルＴＦＴ、ＧＩＰバッファＴＦＴ及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さが互い
に異なるように形成されたことを示す図である。
【０１３９】
　図１６及び図１７を参照すると、アクティブ領域のピクセルＴＦＴのＬＤＤ長は、片側
Ａ１、Ａ２が１．０～２．０μｍ±０．１μｍに形成されている。ピクセルＴＦＴの全体
ＬＤＤの長さは、２．０～４．０μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１４０】
　一方、非表示領域に形成された、ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さは、片側Ｂ１、Ｂ
２が０．７～１．７μｍ±０．１μｍに形成されている。ＧＩＰバッファ２１０のＴＦＴ
の全体ＬＤＤの長さは、１．４～３．４μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１４１】
　そして、非表示領域に形成された、テールＴＦＴ２２０のＬＤＤ長さは、片側Ｃ１、Ｃ
２が０．５～１．５μｍ±０．１μｍに形成されている。テールＴＦＴ２２０の全体ＬＤ
Ｄの長さは、１．０～３．０μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１４２】
　図１６及び図１７に示されたように、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ａ）が、バッファ
ＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｂ）よりも長く（Ａ＞Ｂ）形成される。
【０１４３】
　そして、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｂ）が、テールＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｃ）より
も長く（Ｂ＞Ｃ）形成される。
【０１４４】
　したがって、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ａ）、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｂ）
及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｃ）の比率は、［Ａ＞Ｂ＞Ｃ］となる。
【０１４５】
　ここで、テールＴＦＴのＬＤＤ長さは、ディスプレイとタッチ駆動との間に干渉を減ら
し、ＴＦＴのＲｏｎ特性を改善するために設計されたものである。従来技術に比べてバッ
ファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテールＴＦＴの長さをピクセルＴＦＴよりも短く形成するこ
とにより、ＴＦＴのソース／ドレイン間の直列抵抗を減らしてＲｏｎ特性を向上させるこ
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とができる。
【０１４６】
　テールＴＦＴのＬＤＤ長さは、製造工程でピクセルＴＦＴ及びバッファＴＦＴの製造に
適用されたマスク以外に別の第３マスクを適用して、ゲート１１２の最小線幅（ＣＤ）と
ＰＲの最小線幅（ＣＤ）のうち少なくとも一つを調節できる。
【０１４７】
　これによって、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテール
ＴＦＴのＬＤＤ長さの比率を決定し、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さとＧＩＰバッファＴＦ
ＴのＬＤＤ長さ及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さが全て異なるように形成できる。
【０１４８】
　図１８及び図１９は、本発明の更に他の実施例による液晶ディスプレイ装置においてア
クティブ領域のピクセルＴＦＴと、非表示領域に形成されたＴＦＴとのＬＤＤ長さが互い
に異なるように形成されたことを示す図である。
【０１４９】
　図１８及び図１９を参照すると、本発明の更に他の実施例による液晶ディスプレイ装置
では、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さよりもバッファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテールＴＦＴ
のＬＤＤ長さを短く形成する。このとき、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さとテールＴＦＴの
ＬＤＤ長さとを同一に形成する。
【０１５０】
　具体的に、アクティブ領域のピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さは、片側Ａ１、Ａ２が１．０
～２．０μｍ±０．１μｍに形成されている。ピクセルＴＦＴの全体ＬＤＤの長さは、２
．０～４．０μｍ±０．２μｍに形成されることができる。
【０１５１】
　一方、非表示領域に形成された、ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテールＴＦＴ
のＬＤＤ長さは、片側Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２が０．７～１．７μｍ±０．１μｍに形成
されている。バッファＴＦＴの全体ＬＤＤの長さは、１．４～３．４μｍ±０．２μｍに
形成されることができる。
【０１５２】
　しかし、これに限定されず、ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテールＴＦＴのＬ
ＤＤ長さの片側Ｂ１，Ｂ２，Ｃ１，Ｃ２を０．５～１．５μｍ±０．１μｍに形成できる
。バッファＴＦＴの全体ＬＤＤの長さを１．０～３．０μｍ±０．２μｍに形成できる。
【０１５３】
　図１８及び図１９に示されたように、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ａ）を、バッファ
ＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｂ）及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｃ）よりも長く形成できる。
ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ａ）、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さ（Ｂ）及びテールＴＦ
ＴのＬＤＤ長さ（Ｃ）の比率を、［Ａ＞Ｂ＝Ｃ］に形成できる。
【０１５４】
　製造工程でピクセルＴＦＴの製造に適用されたマスク以外に別のマスクを適用して、ゲ
ート１１２の最小線幅（ＣＤ）とＰＲの最小線幅（ＣＤ）のうち少なくとも一つを調節で
きる。これによって、ピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さ、バッファＴＦＴのＬＤＤ長さ及びテ
ールＴＦＴのＬＤＤ長さの比率を決定できる。
【０１５５】
　上述した本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置は、アクティブ領域のＴＦＴと非
表示領域のＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成できる。
【０１５６】
　上述した本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置は、アクティブ領域に形成された
ピクセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成
して、インセルタッチパネルのディスプレイ及びタッチ特性を向上させることができる。
【０１５７】
　図２０は、本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置においてタッチ特性が向上した
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効果を従来技術と比較して示す図である。
【０１５８】
　図２０を参照すると、従来技術による液晶ディスプレイ装置のタッチノイズを測定し、
本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置のタッチノイズを測定した結果を示している
。
【０１５９】
　まず、図２０に示された“従来技術”と“本発明１”のタッチノイズを比較して説明す
ると、従来技術による液晶ディスプレイ装置のタッチノイズを１００［％］と設定し、テ
ールＴＦＴが形成された本発明の実施例でのタッチノイズを測定した結果、従来技術に比
べて３３．６％の水準にタッチノイズが減少することを確認できる。
【０１６０】
　次に、図２０に示された“従来技術”と“本発明２”のタッチノイズを比較して説明す
ると、表示領域に形成されたピクセルＴＦＴのＬＤＤ長さと、非表示領域に形成されたバ
ッファＴＦＴ及びテールＴＦＴのＬＤＤ長さを互いに異なるように形成した本発明の実施
例でのタッチノイズを測定した結果、従来技術に比べて２２．４％の水準にタッチノイズ
が減少することを確認できる。
【０１６１】
　このように、上述した本発明の実施例による液晶ディスプレイ装置は、タッチノイズを
減少させてタッチ特性を向上させることができる。
【０１６２】
　また、アクティブ領域に形成されたピクセルＴＦＴと非表示領域に形成されたＴＦＴの
ＬＤＤ長さを互いに異なるように形成して、インセルタッチパネルのディスプレイとタッ
チ駆動との間に干渉を減少させることができる。
【０１６３】
　また、ＴＦＴのＲｏｎ特性を向上させ、タッチ駆動時に液晶パネルの内部のノイズを減
少させることができる。
【０１６４】
　また、ＧＩＰバッファＴＦＴのＬＤＤ長さを調節して、ＧＩＰバッファＴＦＴの信頼性
を向上させ、ピクセルＴＦＴのオフ状態での漏れ電流特性及びパネル内部の寄生キャパシ
タンスの均一度も向上させることができる。
【０１６５】
　本発明の属する技術分野における当業者は、上述した本発明がその技術的思想や必須の
特徴を変更せずに他の具体的な形態で実施できるということを理解できるはずである。し
たがって、以上記述した実施例は、すべての面で例示的なものであり、限定的なものでは
ないと理解しなければならない。
【０１６６】
　本発明の範囲は、前記詳細な説明よりは、後述する特許請求の範囲によって示され、特
許請求の範囲の意味及び範囲、そしてその等価概念から導かれるすべての変更又は変形さ
れた形態が本発明の範囲に属するものと解さねばならない。
【符号の説明】
【０１６７】
　　１００　　アクティブ領域
　　１１１　　バッファ層
　　１１２　　ゲート
　　１１３　　ゲート絶縁層
　　１１４　　アクティブ
　　１１５　　ソース
　　１１６　　ドレイン
　　１１７　　高濃度のドーピング層
　　１１８　　ＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）
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　　１１９　　遮光層
　　ＣＮＴ　　コンタクト
　　Ｍ１，Ｍ２　　マスク
　　１４０　　ゲートライン
　　１５０　　データライン
　　１６０　　駆動ライン
　　１７０　　受信ライン
　　Ｇ　　ゲート
　　Ｄ　　ドレイン
　　Ｓ　　ソース
　　Ａ　　アクティブ
　　ＰＲ　　フォトレジスト（ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）
　　２００　　ＧＩＰ（ｇａｔｅ　ｉｎ　ｐａｎｅｌ）
　　２２０　　テールＴＦＴ（ｔａｉｌ　ＴＦＴ）
　　３００　　パッド部

【図１】

【図２】

【図３】



(20) JP 5670991 B2 2015.2.18

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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